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［はじめに］  

近年、金属配線の伝送遅延や消費電力の増大によりプロセッサの

処理能力が制限されつつある。そこでプロセッサ内にシリコンフォ

トニクスを導入した光電融合 LSI の研究が活発に行われている[1]。

そこで本研究室では光電融合 LSI に欠かせない光スイッチを、磁気

光学材料を用いて作製した。本光スイッチは 100mV 以下の低電圧

動作と不揮発性といった特徴がある[2]。 

［光スイッチの作製］  

図１に今回作製した光スイッチの概略図を示す。入力光はリング

内を周回し共振し、Si リング共振器から入力波長程度しみだした光

がクラッドの Bi3Fe5O12膜の影響を受ける。磁場を加えることで BIG

の屈折率が変化、Si リングの共振波長が変化して光変調が可能とな

る。このとき BIG 膜は光の吸収が大きい(~10dB/mm)のでリング共振

器以外では入力光が影響を受けないよう SiO2を 2µm 堆積させた。

今回 Si リング共振器上に有機金属分解法（MOD 法）を用いてス

ピンコート・焼成することで、磁気光学材料 BIG を 700nm 成

膜した。作製した光スイッチの顕微鏡写真を図２に示す。 

[測定結果] 

 作製したサンプルの光学測定を行った。磁場は 0.38T の磁

石を近づけることによって印加した。その結果を図 3,4 に示す。

図 3より磁場を印加することによっておよそ 0.1nmの共振波長

シフトを確認することができた。そこで入力波長を 1535nm に

固定して磁場を印加すると、磁場の ON/OFF で 12~19%の光

変調ができた。今後の課題として光出力におけるノイズを減

らし、より大きな光変調を行う方法を模索する。 
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図 1. BIG薄膜と Siリング共振器を 

組み合わせた光スイッチの構造 

図 3. 磁場による共振波長シフト 

図 2. BIG 薄膜と Si リング共振器を 

組み合わせた光スイッチの顕微鏡画像 

図 4. 磁場による光変調 
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